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(57) Abstract: A method and device for the alternating contacting of two wafer-type component composite arrangements (12,14) 
from a plurality of connected similar components, particularly a semiconductor wafer with a functional component wafer, for the 
production of electronic modules on a wafer plane, wherein the two component composite arrangements provided with contact met- 
allizations respectively on the opposite-lying contact surfaces (38,39) thereof are pressed against each other in order to form contact 
pairs with the contact metallizations thereof and the contacting of the contact metallizations occurs by backward impingement of 
one compound composite airangement (12) with laser radiation, wherein the wavelength of the laser radiation is selected according 
to the absorption degree of the backwardly impinged upon component-composite arrangement such that transmission of the laser 
radiation by the backwardly impinged upon component-composite arrangement is substantially prohibited or absorption of the laser 
radiation occurs essentially in the contact metallizations of one or both component-composite arrangements. . 
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(57) Zusammenfassung: Verfahren und Vorrichtung zur wechselseitigen Kontaktierung von zwei waferartigen Bauelement-Ver- 
bundanordnungen (12, 14) aus einer Vielzahl zusammenhangend ausgebildeter gleichartigerBauelemente, insbesondere eines Halb- 
leiter-Wafers mit einem Funktionsbauelement-Wafer, zur Herstellung von elektronischen Baugruppen auf Wafer-Ebene, bei dem 
bzw, der die beiden jeweils auf ihren einander gegenliberliegenden Kontaktoberfiachen (38, 39) mit Kontaktmetallisierungen verse- 
hencn Bauelemcnt-Verbundanordnungen zur Ausbildung von Kontaktpaarungen mil ihrcn Kontaktmetallisierungen in cine Ubcrde- 
ckungslage gebracht weiden, in der die miteinandcr zu verbindenden Kontaktmetallisierungen gegeneinander gedriickt werden und 
die Kontaktierung der Kontaktmetallisierangen durch riickwartige Beaufschlagung der einen Bauelement-Verbundanordnung (12) 
mit Laserstrahlung (20) erfolgt. wobei die WellenlSnge der Laserstrahlung in Abhangigkeit vom Absorption sgrad der ruckwartig 
beaufschlagten Bauelement-Verbundanordnung so gewUhlt wird, dass eine Transmission der Laserstrahlung durch die ruckwartig 
beaufschlagte Bauelement-Verbundanordnung im Wesentiichen unterbleibt oder eine Absorption der Laserstrahlung im Wesentli- 
chen in den Kontaktmetallisierungen der einen oder beider Bauelement-Verbundanordnungen erfolgt. 



